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考虑滤波器放置在屏蔽腔底部时端口电压的变

化，即滤波器的接地面和屏蔽腔的后壁重合。设腔壁

上开有大小为80mm×20mm的单孔。图6是滤波

器的走线和z轴平行，即与窄缝长边平行时，不同

入射电场方向下滤波器的端口电压随频率的变化曲

线。图7是将滤波器旋转90。，使滤波器的走线和y

轴平行，即与窄缝长边垂直时，不同入射电场方向下

滤波器的端口电压随频率的变化曲线。

可以看到，此时的频谱分布特性和自由空间很

不一样。在自由空间时是连续分布的，但放入屏蔽腔

后，由于只有屏蔽腔的本征模才能存在于屏蔽腔内，

因此端口电压的频谱分布也变为分立的。图中大的

谐振峰都对应屏蔽腔的本征模。
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(a)入射电场方向平行于窄缝长边
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(b)入射电场方向垂直于窄缝长边

图6滤波器走线平行于窄缝长边时

端口电压随频率的变化曲线

比较以上不同结果可以看出，当滤波器的走线

方向和窄缝方向平行时，无论入射电场方向是平行

于窄边还是垂直于窄边，激励起来的端口电压最大

值相差并不大，分别为4．06mV和2．52mV；而当

滤波器的走线方向和窄缝长边垂直时，入射电场垂

直于窄缝长边时激励起来的端口电压最大值为

28．8 mV，远大于入射电场平行于窄缝长边的情况

(o．419mV)。因此，在屏蔽腔上开有长窄缝时，应

尽量避免让滤波器的走线和窄缝长边垂直，因为这

样可能激励起来很大的干扰电压，会严重干扰电子

系统的正常工作。
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(a)入射电场方向平行于窄缝长边
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(b)入射电场方向垂直于窄缝长边

图7滤波器走线垂直于窄缝长边时

端口电压随频率的变化曲线

3 滤波器位置变化时对端口电压响应的

影响

滤波器在屏蔽腔中放置时，位置可能是变化的，

并不会固定放在某一位置。因此，保持滤波器在驯

平面的位置不动，令滤波器的走线平行于z轴，并

沿着2轴移动。在屏蔽腔前壁中心处开有40mm×

40mm的方孔，令d表示滤波器离开孔的距离，取d

分别为200mm、150mm、100mm、50mm，入射电

场方向与z轴平行，所得结果如图8所示。

从以上结果可以看出，在滤波器的通带内都有

比较大的谐振峰。d一150mm，即滤波器位于屏蔽

腔中央时，激励起来的端口电压最大，最大幅度为

15．6 mV，基本是滤波器在其他位置时电压最大幅

度的两倍。可见，在屏蔽腔内放置电路板时，必须充

分考虑不同位置对端口电压的影响。

4结 论

本文采用电磁场数值计算的方法，计算了一个

耦合滤波器受平面波照射时，在自由空间和屏蔽腔

内两种情况下的端口电压响应。在自由空间时，响应
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图8滤波器端口电压响应随频率的变化曲线

电压频谱为连续的变化，而且入射电场方向与滤波

器走线方向平行时，激励起来的端口电压远大于电

场方向垂直于滤波器走线的情况。而在屏蔽腔内时，

只有在本征模的频率处才会激励起端口电压，频谱

分布变为分立的。而且在屏蔽腔内时，低频时的阻带

抑止恶化约20 dB，而且会出现谐振峰，在谐振峰处

的抑止更差。可见在屏蔽腔中时，屏蔽腔的谐振特性

起主要作用。

当屏蔽腔上开有窄缝时，窄缝方向和不同的入

射电场方向对激励起来的端口电压都有影响。当滤

波器走线的方向和窄缝的方向垂直时，若入射电场

方向垂直窄缝，此时耦合进屏蔽腔内的场较大，而且

屏蔽腔内激励起来的电场也平行于滤波器走线方

向，因此激励起来的端口电压很大；而当滤波器的

走线方向和窄缝长边平行时，激励起来的端口电压

都较小。可见，在屏蔽腔放置滤波器时，应尽量避免

使滤波器的走线方向和窄缝的方向垂直，同时要考

虑不同位置对端口电压的影响。
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